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»Anizotropia przewodnictwa elektrycznego powierzchni Si(553)
z atomowymi tancuchami Pb”

Powierzchnie wicynalne ze wzgledu na swoja specyficzng budowe, czyli obecnos¢ stopni atomowych oraz nisko wskaznikowych
tarasow, stanowia doskonate podtoze do otrzymywania struktur o obnizonej wymiarowos$ci, np. tancuchow atomowych. Jednym z lepiej
zbadanych i poznanych zagadnien jest formowanie fancuchow Au na takich powierzchniach jak Si(335), Si(557), Si(553). Ztoto nie tylko
znaczaco modyfikuje samg morfologi¢ powierzchni (porzadkuje ja) ale takze wptywa na jej wlasciwosci elektronowe [1].

Na dobrze znanej powierzchni Si(553) dekorowanej ztotem takze zaobserwowano proces powstawania podwojnych tancuchéw Pb [2]

(Rys.1) o okresowosciach 1 i 2 statych sieci krzemu w kierunku [110]&1 pomiary ARPES oraz obliczenia DFT wykazaty, ze

powierzchnia taka ma charakter izolatorowy. Dalsze eksperymenty pokazaty, ze proces wzrostu tancuchéw Pb na powierzchni Si(553)-
Au jest jeszcze bardziej ztozony.

Rys.1. Obraz STM powierzchni
Si(553)-Au z dwoma atomowym
fancuchami Pb. Napigcie polaryzacji
wynosito -0.55V a prad tunelowy
mial warto$¢ 200pA.
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Na konwersatorium przedstawione zostang, miedzy innymi, dotychczasowe wyniki eksperymentalne dotyczace makroskopowych
pomiarow oporu elektrycznego. Opor elektryczny mierzono klasycznie, z uzyciem sond ostrzowych, w konfiguracji liniowej oraz van der
Pauw. Pomiary R vs. d  wykonywane in situ w trakcie procesu wzrostu atomowych tancuchow Pb na powierzchni Si(553)-Au
odzwierciedlaja charakterystyczny sposob samoorganizacji w temperaturze pokojowej, prowadzacy do powstania 1, 2 lub 3 tancuchow
Pb na kazdym z taraso6w. Ich obecno$¢ w znaczacy sposob wplywa na charakter samej powierzchni, zmieniajac jej wiasnosci
transportowe.

W drugiej cze$ci wystgpienia zaprezentowane zostang wyniki dotyczgce nowego zagadnienia, mianowicie powierzchni Si(553)-Pb [3].
Pomiary przewodnictwa oraz badania struktury elektronowej tej powierzchni pokazujg jej jednowymiarowy charakter z duzg anizotropig
struktury elektronowej i transportu elektronowego.
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